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1. 研究背景 

半導体ドライエッチング工程におけるプラズ

マによる装置内壁の損耗が，ダスト発生を引き

起こし，生産性を低下させ問題視される [1] ． 

そこで装置内壁を硬度と耐摩耗性に優れた

セラミック材で保護する方法が提案されたが，

用いるプロセスガスによっては，化学スパッタ

リングされる可能性があり，やはりダストの発

生が危惧される [1,2] ． 

本研究では，この発塵機構を明らかにするた

め，Al及びY系セラミック材(Al2O3, AlF3, Y2O3, 

YF3)に混合プロセスガスプラズマ(Ar＋O2)の照

射をし，質量損耗，表面形状の変化，組成変化

を調査する． 

 

2. 実験方法 

 用いたAl, Yの酸化物及びフッ化物セラミッ

クス試料は，放電プラズマ焼結で作成し，10 mm

角，厚さ1 mmに形成した．プロセスガスについ

ては，Ar，O2を混合しプラズマに用い，大阪大

学のECRプラズマ装置(HiFIT-U)で(∼1021 m-2s-1)

の定常粒子束で照射を行った． 

 照射前後の質量損耗は，マイクロ天秤(メトラ

ートレドMX5)を用いて測定を行った．表面状

態について，走査型電子顕微鏡(JSM-7600F)を用

いた画像で得た．元素組成変化は，エネルギー

分散型X線分析(EDS)システム及びX線光電子

分光装置(JPS-9010MX)を用いて得た． 

 

3. 実験結果 

 プロセスガスの混合比についてAr/O2=100/0，

50/50，5/95の三条件で総流量をそろえ実験を行

った．Fig.1には，この条件下でY系材料へのプ

ラズマ照射を行った損耗の結果を示す．この結

果から50/50の混合比で損耗が大きくなること

が分かった． 

 
Fig.1 Y系試料の照射前後の損耗 

 

 一方，Fig.2には，YF3のAr/O2(=50/50)プラズ

マ照射前後の元素組成変化を示す．YF3試料の

みFの組成が大きく減少し，特に酸化されるこ

とが分かった．詳細は発表にて． 

 
Fig.2 YF3の照射前後の元素組成変化  
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